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Projeto:

Estudo e aplicacdo de transistores GaN em conversores chaveados de alta eficiéncia

Participantes:

Estudante: Amanda Vitdria da Rosa
Orientador: Yales ROmulo de Novaes

Objetivo:

Investigar a aplicacdo de transistores GaN em conversores estaticos chaveados, com foco em eficiéncia,
comutacao em alta frequéncia e redugao de perdas e tamanho, por meio de simulagdes computacionais.
cientifico.

O avango dos semicondutores de banda larga, como os transistores de nitreto de gdlio (GaN), tem
promovido mudancas significativas na eletronica de poténcia, permitindo maior eficiéncia, operagao em
altas frequéncias e redu¢ao no volume de conversores. Apesar do potencial desses dispositivos, seu uso
demanda conhecimento especifico, especialmente na modelagem, simulagao e analise de perdas. Este
projeto visa uma maior compreensao tedrica e pratica de dispositivos GaN por meio de simulagdes
computacionais aplicadas a conversores chaveados basicos, com eventual extensao a topologias mais
avang¢adas como PFC ou conversores baseados em capacitores chaveados.
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